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すと同時に TCR 低下機構が解明されている。その結果、高 TCR 特性を得るためには、ヒステリシス抑制と
高 TCR を同時に実現する 2 種元素同時共ドーピング手法が有効であることが実証されている。この新し
い共ドーピング手法の導入により、VO2系ボロメータのヒステリシス発生を効果的に抑制し、かつ従来比10
倍以上となる高 TCR(>10%/K)が示されている。さらに、SiO2/Si(100)基板上に TiO2 バッファ層を形成する
ことで、VO2 のグレイン成長を促進させ従来困難であった 400℃以下の成膜温度で VO2 のシャープな金
属絶縁体転移特性を示すことに成功し、トータルプロセス温度 400℃以下でステリシスを抑制しながら従
来比 10 倍以上となる TCR 11.9%/K の特性を有するボロメータセンサー素子の実現が報告されている。 
 
審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
ボロメータはその動作原理から、マイクロメカニクスと組み合わせることで、非常にコンパクトで高感度な









温成膜でも VO2 膜のグレインサイズを十分に大きく成長させ、TCR 特性を大幅な改善とともに Si プロセス
との共存を可能とした。このようにして合成された Cr,Nb ドーピングの VO2 膜は、従来の VO2 膜では実現








  平成 28 年 9 月 5 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席の
もと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって、合格と判定された。 
 
 
〔結論〕 
  
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。 
 
 
